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Rpritzgegossener Leitertrager 



Die Erfindung betrifft einen unter Anyendung eines 2- , 
15 Komponenten-Spritzgiefiverf ahrens in sogenannter MID- 

Technologie (MID = Moulded - Interconnect Device) hergestellten 
Leitertrager und ein besonders ausgestaltetes Herstellungs- 
verfahren, 

20 In sogenannter MID-Technologie (MID = Moulded Interconnect 
Device) gefertigte sprit zgegossene Leitertrager finden ver~ 
mehrt Verbreitung, weil sie, anders als konventionelle Lei- 
terplatten, die Realisierung komplexer, dreidimensionaler 
Leiterstrukturen ermoglichen. Die EP 0782765 Bl beschreibt 

25 mogliche Aufbauten und Strukturen solcher Leitertrager, wobei 
ein aus thermoplastischem Kunststof fmaterial bestehendes Tra- 
gersubstrat als Spritzgussteil zugrunde gelegt wird^ an des- 
sen Oberflache dem gewiinschten Verlau£ entsprechende Leiter- 
bahnen ausgebildet werden. Die Leiterbahnen sind hier das Er- 

30 gebnis einer Laser striikturierung des zuvor ganzflachig metal- 
lisierten Tragersubstrates . 

Ein ebenfalls hauf ig zur Anwendung gelangendes SpritzgieSver- 
fahren ist der sogenannte 2-Koinponenten-Spritzguss . Hier wird 

35 aus einem grundsatzlich galvanisch metallisierbaren ersten 
Kunststof fmaterial ein erstes Tragersubst'rat sprit zgegossen, 
an das unter Verwendung einer entsprechend gestalteten 
SpritzgielSf orm ein aus einem grundsatzlich nicht metallisier- 
baren zweiten Kunststof fmaterial bestehendes zweites Trager- 

40 substrat angeformt wird, wobei vorbestimmte Bereiche des er- 
sten Tragersubstrates nicht bedeckt werden. In einem sich an- 
schlieSenden Galvanisierungsprozess wird auf den unabgedeck- 
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5 ten Bereich des ersten Tragersiibstrates eine als Leiteranord- 
niing fimgierende Metallisierung abgeschieden, 

Neuerdings kotnmt auch eine MID-Technologie mit einer Laser- 
Direkt-Strukturierung zum Einsatz . Bei diesem, beisplelsweise 
in der Zeitschrift "PLASTVERARBEITER" , 52 . Jahrgang (2001), 
Nr. 11, Seite 92, angesprochenen Verfahren wird das Schal- 
tungs- Layout auf einem Hochleistungskunststof f 
(beisplelsweise sogenanntes PBTMID, PA6/6TMID) erzeugt, indem 
mit einem dem gevKinschten Leiterbahnverlauf folgenden Laser- 
strahl bestimmte Oberf lachenbereiche des von Hause aus nicht 
metallisierbaren Tragersubstrates aktiviert werden, an denen 
durch nachfolgende Metallisierung eine Metallschicht zur Bil- 
dimg der gewunschten Leiterbahnen aufgebracht wird. 

Wahrend das 2-Komponenten-Spritzgiefiverf ahren ubeirwiegend zur 
Erzeugung komplexer Strukturen mit hoher Dreidimensionalitat 
angewandt wird, und insbesondere auch in Fallen, in denen 
Durchkontaktierungen, grofie Kontaktf lachen oder Hinterschnei- 
dungen gefordert werden, findet die Laserstrahlaktivierung 
durch das Laser-Direkt-Strukturierungsverf ahren liberwiegend 
dann Anwendung, wenn sehr feine Leiterziige oder f einverteilte 
Leitermuster benotigt werden. 

Die vorliegende Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, Mafi- 
30 nahmen vorzuschlagen, die eine relativ ein£ache Realisierung 
von Leitertragern mit sowohl komplexen. als auch feingliedri- 
gen Leiterstrukturen ermoglichen. 

Gelost wird diese Aufgabe bei einem sprit zgegossenen Leiter- 
35 trager, mit einem aus grundsStzlich metallisierbarem erstem 
Kunststof fmaterial bestehenden ersten Tragersubstrat , an das 
durch Sprit zgiefienein zweites Tragersubstrat so angeformt 
ist, dass das erste Tragersubstrat partiell unabgedeckt 
bleibt, wobei das zweite Tragersubstrat aus grundsatzlich 
40 nicht metallisierbarem, jedoch laserstrahlaktivierbarem zwei- 
tem Kunststof fmaterial besteht und wobei sich liber die beiden 
Tr^gersubstrate hinweg eine elektrische Leiteranordnung er- 
streckt, die aus einer auf imabgedeckten Bereichen des ersten 
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5 Tragersxibstrates und auf laserstrahlaktivierten Bereichen des 
zweiten Tragersubstrates abgeschiedenen Metal 1 is ierung be- 
steht . 

Gelost wird die Aufgabe femer durch ein Verfahren zur Her- 

10 stelliing eines sprit zgegossenen Leitertragers xinter Anwendung 
eines 2-Komponenten-Spritzgiefiverf ahrens, wobei ein grund- 
satzlich metallisierbares erstes Kunststoff material und ein 
grundsatzlich nicht metallisierbares, jedoch laserstrahlakti- 
vierbares zweites Kunststoffmate^ial durch SpritzgieSen so 

16 aneinander angeformt werden, dass ein Substratkorper ent- 

steht, der ein aus dem ersten Kunststoffmaterial bestehendes 
erstes Tragersubstrat und ein aus dem zweiten Kunststoffmate- 
rial bestehendes, das erste Tragersubstrat partiell abdecken- 
des zweites Tragersubstrat enthalt, wonach auf dem zweiten 

20 Tragersubstrat durch Laserstrahlaktivierung ein Metallisie- 
rungsmuster erzeugt wird, das sich zumindest teilweise an ei- 
nen oder mehrere xinabgedeckte Bereiche des ersten Trager- 
substrates anschlieSt, und wonach gleichzeitig auf dem Metal- 
lisierungsmuster und den unabgedeckten Bereichen eine als 

25 elektrische Leiteranordnung verwendbare Metallisierung abge- 
schieden wird. 

Die Erfindung basiert also auf dem an sich bekannten 2- 
Komponenten-SpritzgieSverfahren, wobei allerdings als Materi- 

30 al fur das zweite Tragersubstrat ein nicht metallisierbares 
Kunststoffmaterial verwendet wird, dessen Aufbau eine Laser- 
strahlaktivierung zulasst. Auf diese Weise lasst sich ein 
LeitertrSger realisieren, der uber metallisierbare Bereiche 
verfiigt, die von den unabgedeckten Bereichen des ersten Tra- 

35 gersubst rates und von den nach dem Sprit zgiefien durch Laser- 
strahlbehandlung aktivierten Bereichen des zweiten Trager- 
substrates bestehen. Folglich lassen sich auf einem die bei- 
den Tragersubstrate enthaltenden Substratkorper sowohl rela- 
tiv komplexe, eine hohe Dreidimensionalitat aufweisende Me- 

40 tallisierungsbereiche als auch sehr f eingliedrige und diinne 
Metallisierungsbereiche herstellen, die an einem oder mehre- 
ren Stellen miteinander verbunden sind. Beim nachf olgenden 
Metallisieren, was zweckmafiigerweise durch eine Galvanikbe- 
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5 handlung erfolgt, wird eine Metallisierung auf den Metalli- 
sieruzxgsbereichen abgeschieden, deren Gestaltung den durch 
die Metallisierungsbereiche definierten Vorgaben entspricht, 
Sotnit lassen sich Leitertrager herstellen, die iiber ein sehr 
variables Layout verfiigen, das jedoch mit sehr hoher Prazisi- 
10 on gefertigt werden kann. 

Fur das erste Tragersubstrat wird zweckmafiigerweise ein er- 
stes Kunststoff material der Spezif ikation PA66-GF, PC/ABS 
Oder LCP (Vectra E820i-Pd) verwendet, wahrend sich fur das 
15 zweite Tragersubstrat Kunststof fmaterial der Bezeichnung 
PA6/6TMID, PBTMID Oder PPMID etnpfiehlt, das von der Firma 
LPKF Laser & Electronics AG, 30827 Garbsen, Deutschland, ver- 
trieben wird* 

20 Nachfolgend wird die Erfindimg anhand der beiliegenden Zeich- 
nung naher erlSutert. In dieser zeigen: 



Figur 1 einen nach dem erf indungsgemafien Verfahren herge- 

stellten Leitertrager in einer von vielen moglichen 
25 gestalterischen Konf igurationen, 

Figur 2 das nach einem ersten Sprit zgieSvorgang erzeugte 

erste Tragersubstrat des Leitertragers gemafi Figur 
1 und 

30 

Figur 3 eine Verf ahrensstuf e, bei der das zweite Trager- 
substrat durch Spritzgiel^en an das erste Trager- 
substrat angeformt ist \ind wobei gerade durch La- 
ser-D.irekt-Strukturierung mittels eines Laser- 
35 strahls ein gestrichelt angedeutetes Metallisie- 

rungsmuster auf dem zweiten Tragersubstrat erzeugt 
wird. 



Die Figur 1 zeigt einen mit Bezugszif fer 1 versehenen erf in- 
40 dungsgemafien Leitertrager, der unter Anwendung des erf in- 
dimgsgemafien Herstellungsverf ahrens gefertigt worden ist. 
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5 Der sprltzgegossene Iieitertrager 1 ist als dreldlmensionales 
MID-Teil konzipiert. Er enthalt einen aus wenigstens zwei un- 
terschiedlichen Kunststof f materialien bestehenden Svibstrat- 
korper 2, der sich aus einem ersten Tragersubstrat 3 und ei- 
nem durch Spritzgiefien daran angeformten zweiten Trager- 
10 substrat 4 zusammensetzt • 

Die Figur 2 zeigt das erste Tragersubstrat 3 nach seiner 
Spritzgie&herstelluxig . Dieses erste Tragersvibstrat 3 wird 
zweckmaSigerweise zeitlich vor dem zweiten Tragersubstrat 4 

15 gefertigt. Xm Anschluss an die Sprit zgieSherstellung des er- 
sten Tragersubstrates 3 wird das zweite Tragersubstrat 4 in 
einer gewunschten Weise durch SpritzgieSen an das erste Tra- 
gersiibstrat 3 angeformt. Da beide TrSgersubstrate 3, 4 aus 
Kunststof fmaterial bestehen, stellt der Substratkorper 2 so- 

20 mit ein 2-Komponenten-Spritzgussteil dar. 

Der Substratkorper 2 ist an seiner Oberflache mit einer elek- 
trischen Leiteranordnung 5 beschichtet. Sie besteht aus einer 
Metallisierung, die insbesondere galvanisch auf vorbestimmten 

25 Bereichen des Sxibstratkorpers 2 abgeschieden wurde. Erste 

Komponenten 5a der elektrischen Leiteranordnung 5 erstrecken 
sich auf dem ersten Tragersubstrat 3 . Zweite Komponenten 5b 
der elektrischen Leiteranordnung 5 verlaufen auf der Oberfla- 
che des zweiten Tragersubstrates 4 . An einer Oder mehreren 

30 Ubergangsstellen 6 stehen zumindest einige der ersten und 
zweiten Komponenten 5a, 5b miteinander in elektrischer Ver- 
bindung, da hier eine ununterbrochene Metallisierung vor- 
liegt , 

35 Die auf dem zweiten Tragersubstrat 4 ausgebildeten zweiten 
Komponenten 5b der elektrischen Leiteranordnung 5 konnen wie 
abgebildet eine Feinleiterstruktur darstellen. Sie setzt sich 
aus einer Oder mehreren relativ diinnen Leiterziigen zusammen, 
wobei Breitenabmessungen der einzelnen Leiterziige von unter 

40 1 00 lira realisierbar sind. Die Leiteranordnung 5 kann auf dem 
zweiten Tragersubstrat 4 wie abgebildet eine Anschlusszone 7 
definieren, an der mehrere Leiterbahnen mit von der Metalli- 
sierung definierten Anschlusspads 8 enden, an denen eine 
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5 elektronische Komponente, beispielsweise ein Chip, kontak- 
tiert und fixiert werden kaiin, Auf diese Weise lasst sich 
problemlos eizie elektronische Schaltung realisieren. 

Wahrend die zweiten Komponenten 5b der Leiteranordnimg 5 
10 uberwiegend eine lediglich zweidimensionale oder nur gering 
dreidimensionale Struktur aufweisen, koimen die ersteh Kompo- 
nenten 5a fiber eine sehr komplexe und auch relativ hohe drei- 
dimensionale Strukturieirung verfiigen. Sie befinden sich hier 
beispielsweise an der Oberf lache einer oder mehrerer Axi- 
15 schlussbuchsen 12 oder eines oder mehrerer Federkontakte 13, 
die durch entsprechende Formgebung votn ersten Tragersiibstrat 
3 definiert werden. Anstelle der Anschlussbuchsen 12 konnten 
auch andere Anschlusskotnponenten vorgesehen sein, Auch konnte 
sich die elektrische Leiteranordnung am ersten Tragersubstrat 
20 3 beispielsweise an Schirmungsbereichen oder Durchkontaktie- 
rungen befinden. 

Nun zur bevorzugten Herstelliuig des sprit zgegossenen Leiter- 
tragers 1 . 

25 

Bei der Herstellung wird zunachst aus einem ersten Kunst- 
stof fmaterial 14 durch Spritzgiefien das erste Tragersubstrat 
3 hergestellt . Die Formgebung des ersten Tragersubstrates 3 
orient iert sich am gewunschten Aufbau des Leitertragers 1, 

30 der wiederum vom Einsatzzweck abhangt • Beispielsweise kann 

der Leitertrager 1 Bestandteil einer elektronischen Steuerung 
Oder eines Sensors sein, doch sind auch alle anderen Anwen- 
dungsfelder offen, beispielsweise als Komponenten elektroni- 
scher Schaltungen in der Kommunikationstechnik oder der Auto- 

35 matisierungstechnik . 

Das durch Spritzgiefien herstellte erste Tragersubstrat 3 ver- 
fxigt unter anderem iiber die noch unbeschichteten Anschluss- 
buchsen 12 und Federkontakte 13, 

40 

Das erste Kunststof fmaterial 14, aus dem das erste Trager- 
substrat 3 hergestellt wird, ist grundsatzlich metallisier- 
bar. Es ist also geeignet, um mit den iiblichen Metallisie- 
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rxingstechniken, wie sie beispielsweise in der EP 0782765 Bl 
beschrieben werden, ganzflachig metallisiert zu werden. 

Als Kiinststof fmaterial empfiehlt sich insbesondere Kunststoff 
mit der Bezeichnung PA66-GF, PC/ABS Oder LCP (Vectra E820i- 
Pd) . 

An das durch Spritzgiefien hergestellte erste Tragersubstrat 3 
wird in einem darauf f olgenden Spritzgiefivorgang ein zweites 
Kunststoff material 15 angeformt, das itn ausgeharteten Zustand 
das zweite Tragerstibstrat 4 bildet. Es liegt idann der aus Pi- 
gur 3 ersichtliche Substratkorper 2 vor, der sich aus den 
beiden Kunststoff komponenten 14, 15 bzw. den beiden Trager- 
stibstraten 3, 4 zusanunensetzt . Der Substratkorper 2 ist eine 
starre Baueinheit. 

Das Anspritzen des zweiten Kunststof fmaterials 15 an das er- 
ste Tragersubstrat 3 geschieht in einer Weise, dass vorbe- 
stimmte Bereiche des ersten Tragersubstrates 3 von dem zwei- 
ten Kunststof f material 15 abgedeckt werden und wiederum ande- 
re Bereiche unabgedeckt bleiben. Verschiedene unabgedeckte 
Bereiche sind in Figur 3 mit der Bezugsziffer 16 identifi- 
ziert. Solche Bereiche, die durch das angeformte zweite 
Kunststof fmaterial 15 abgedeckt werden, sind in Figur 2 bei 
17 exemplarisch angedeutet. 

Das selektive Freilassen und Abdecken bestimmter Bereiche des 
ersten Tragersubstrates 3 geschieht durch entsprechende Ge- 
staltung der GieSform, in der das zweite Kunststof fmaterial 
15 an das erste Kunststof fmaterial 14 bzw. das erste Trager- 
siabstrat 3 angeformt wird. 

Das zweite Kunststof fmaterial 15 ist so ausgebildet, dass es 
grundsatzlich nicht metallisierbar ist. Es kann also mit den 
liblichen Schritten, die beispielsweise in der EP 0782765 Bl 
beschrieben werden, nicht metallisiert werden. 

Das zweite Kunststof fmaterial 15 verfugt jedoch vorteilhaf- 
terweise noch uber die weitere Eigenschaft, laserstrahlakti- 
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5 vierbar zu sein. Auf Basis dieser Materialeigenschaf t wird 
das zweite Tragersubstrat 4 nach der Sprit zgiefifertigung des 
Substratkorpers 2 an der Oberflache in ausgewahlten Bereichen 
einer Laser-Direkt-Strukturier\ing unterzogen. Eine Momentauf- 
nahme dieses Aktivierungsvorganges ist in Figur 3 bei 18 an- 

10 gedeutet. Man erkennt dort einen Laser 22, der mittels einer 
nicht naher gezeigten tnaschinellen Positioniervorrichtung so 
liber die Oberflache des zweiten Tragersubstrates 4 hinweg be- 
wegt wird, dass sein Laserstrahl 23 auf der Oberflache des 
zweiten Tragersubstrates 4 ein strichpunktiert angedeutetes 

15 Metallisierungsmuster 24 erzeugt. 

Das zweite Kunststof fmaterial ist beispielsweise ein fiir MID- 
Einsatze optimierter PBT-Kunststof f (Polybutylenterephtalat) , 
wobei das Kunststof fmaterial mit eingebetteten laseraktivier- 

20 baren Metallpartikeln bzw. Metallkeimen - beispielsweise aus 
Palladium Oder Kupfer - versehen ist. Es handelt sich dabei 
beispielsweise urn Kunststof fmaterial der Bezeichnung 
PA6/6TMID, PBTMID Oder PPMID, das von der Firma LPKF Laser & 
Electronics AG, 3 0827 Garbsen, Deutschland, vertrieben wird. 

25 Weitere Materialien sind in Vorbereitung. 

Durch den fiber die Oberflache des zweiten Tragersubstrates 4 
hinweggefuhrten Laserstrahl erfolgt eine lokale Aktivierung 
der Substratoberf lache, durch die das gewiinschte Schaltungs- 

30 Layout erzeugt wird. In den bestrahlten Oberf lachenbereichen 
findet eine lokale Materialaktivierung statt . Zum einen wer- 
den aus speziellen, nichtleitenden Wirksubstanzen Metallkeime 
abgespalten Oder die Metal Ikeimumhiil lung auf gebrochen . 
Gleichzeitig konnen weitere Fiillstoffe des Kunststof fmateri- 

35 als eine ausgepragte Rauhigkeit auf den bestrahlten Oberf la- 
chenbereichen erzeugen. Dadurch werden auf dem von Hause aus 
nicht metallisierbaren zweiten Tragersubstrat entsprechend 
aktivierte Metallisierungsmuster 24 erzeugt, auf denen nun 
bei einem sich anschliefienden galvanischen Metallisierungs- 

40 prozess eine Metallisierung erfolgen kann. Im Bereich der ab- 
gespaltenen und teilweise freigelegten Metallkeime findet 
beispielsweise eine lokale, der Laserspur folgende Kupferme- 
tallisierung statt, wobei durch die Rauhigkeit eine sehr gute 
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5 Haftung fur die im Galvanikbad entstehende Metallschicht ge- 
wahrleistet wlrd. 

Nach der bereichweisen Laseraktivierung des zweiten Trager- 
substrates 4 liegt also ein Substratkorper 2 vor, der liber 
10 mehrere galvanisch inetallisierbare Oberf lachenbereiche ver- 
fiigt. Bei diesen galvanisch metallisierbaren Oberf lachenbe- 
reichen handelt es sich zum einen um die unabgedeckten Berei- 
che 16 des ersten Tragersubstrates 3 und zum anderen um das 
durch Laser-Direkt-Strukturieziuig erzeugte Metallisierungsmu- 

9 ■•■ .'f 

15 ster 24 . 

Der Substratkorper 2 wird nun insgesamt einer galvanischen 
Behandlung unterzogen, wobei sich in den vorgenannten Zonen 
das im Galvanikbad enthaltene Metall, insbesondere Kupfer, 
20 abscheidet . Dadurch entsteht in den genannten Zonen eine 

durchgehende Metallisierung, die die elektrische Leiteranord- 
nung 5 (Figur 1) bildet. 

An den Ubergangsstellen 6 war zuvor das Metallisierungsmuster 
25 24 so ausgebildet worden, dass es sich an den entsprechenden 
Oberf lachenbereichen 6' unmittelbar an einen unabgedeckten 
Bereich 16 des ersten Tragersubstrates 3 anschliefit. Dadurch 
wird eine ununterbrochene, durchgehende Metallisierung an den 
Ubergangsstellen 6 gewahrleistet . 

30 

Zweckmafiigerweise zieht man als Ausgangspunkt fiir die Ober- 
f lachenbereiche 6' padartig grofiflachig ausgebildete unabge- 
deckte Bereiche 16' des ersten Tragersubstrates 3 heran. Es 
ist auf diese Weise moglich, eine sehr zuverlassige Verbin- 
35 dung zwischen dem Metallisierungsmuster 24 und den unabge- 
deckten Bereichen 16 herzustellen. 

Es ist of f ensichtlich, dass durch das erf indungsgemafie Ver- 
fahren ein sehr variables Leiter-Layout hergestellt werden 
40 kann. Dabei kdnnen sowohl Strukturen hoherer Dreidimensiona- 
lit&t als auch feine Leiterstrukturen auf ein und demselben 
Substratkorper 2 durch ein und dieselbe chemische Behandlung 
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5 erzeugt werden. Das Verfahren ist somit sehr rationell aus- 
f {ihrbar . 
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1. Sprit zgegossenere Leitertrager , mit einem aus grundsatz- 
lich metallisierbarem erstem Kiinststoff material (14) beste- 
henden ersten Tragersubstrat (3) , an das durch Sprit zgiefien 

10 ein zweites Tragersxibstrat (4) so angeformt ist, dass das er- 
ste Tragersubstrat (3) partiell xmabgedeckt bleibt, wobei das 
zweite Tragersiabstrat (4) aus grundsatzlich nicht metalli- 
sierbarem, jedoch laserstrahlaktivierbarem zweitem Kunst- 
stof fmaterial (15) besteht und wobei sich uber die beiden 

15 Tragersubstrate (3, 4) hinweg eine elektrische Leiteranord- 
nung (5) erstreckt, die aus einer auf unabgedeckten Bereichen 
(16) des ersten Tragersubstrates (3) und auf laserstrahlakti- 
vierten Bereichen (24) des zweiten Tragersubstrates (4) abge- 
schiedenen Metallisierung besteht. 

20 

2. Leitertrager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
dass sich die Leiteranordnung (5) auf dem ersten Trager- 
substrat (3) auf von integralen Bestandteilen des ersten Tra- 
gersubstrates (3) gebildeten Federelementen (13) oder An- 

25 schlusskomponenten (12) erstreckt, 

3 • Leitertrager nach Anspruch 1 Oder 2 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Leiteranordnung (5) auf dem zweiten Tra- 
gersubstrat (4) als Feinleiterstruktur ausgebildet ist. 

30 

4 . Leitertrager nach einem der Anspruche 1 bis 3 , dadurch 
gekennzeichnet , dass es sich bei dem ersten Kunststof fmateri- 
al (14) um Material mit der Spezif ikation PA66-GF, PC/ABS 
Oder LCP (Vectra E82 0i-Pd) und bei dem zweiten Kunststof fma- 
35 terial (15) um Material mit der Spezif ikation PA6/6TMID, 
PBTMID Oder PPMID handelt. 



5. Verfahren zur Herstellung eines spritzgegossenen Leiter- 
tragers unter Anwendung eines 2-Komponenten- 
40 SpritzgieSverf ahrens, wobei ein grundsatzlich metalllsierba- 
res erstes Kunststof fmaterial (14) und ein grundsatzlich 
nicht metalllsierbares, jedoch laserstrahlaktivlerbares zwei- 
tes Kunststof fmaterial (15) durch Sprit zgiefien so aneinander 
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5 angeformt warden, dass ein Sxibstratkorper (2) entsteht, der 
ein aus dem ersten Kunststo£f material (14) bestehexides erstes 
Tragersubstrat (3) und ein aus dem zweiten Kunsts toff material 
(15) bestehendes, das erste Tragersubstrat (3) partiell ab- 
deckendes zweites Tragersvibstrat (4) enthalt, wonach auf dem 

10 zweiten Tragersiibstrat (4) durch Laserstrahlaktivierung ein 
Metallisierungsmuster (24) erzeugt wird, das sich zumindest 
teilweise an einen oder mehrere unabgedeckte Bereiche (16, 
16') des ersten Tragersubstrates (3) anschlieSt, und wonach 
gleichzeitig auf dem Metallisierungsmuster (24) und den unab- 

15 gedeckten Bereichen (16, 16') eine als elektrische Leiteran- 
ordnung (5) verwendbare Metallisierung abgeschieden wird. 

6, Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet , dass 
man das Metallisierungsmuster (24) an padartig groSflachig 

20 ausgebildete unabgedeckte Bereiche (16') des ersten Trager- 
substrat es (3) anschlieSt. 

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeich- 
net, dass man als erstes Kunststoff material ein Material der 

25 Spezif ikation PA66-GF, PC/ABS oder LCP (Vectra E820i Pd) und 
als zweites Kunststof fmaterial (15) ein Material mit der Spe- 
zif ikation PA6/6TMID, PBTMID Oder PPMID verwendet • 
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Zufiammf^nfagfinng \ 8. JuU 2002 

Es wird ein Verfahren vorgeschlagen, mit dem sich ein sprit 
gegossener Leitertrager (l) herstellen lasst, der sich aus 
einem ersten Tragersubstrat (3) xmd einem zweiten Trager- 
substrat (4) zusammensetzt • Das erste Tragersiibstrat (3) be- 
steht aus grundsatzlich metallisierbarem Kunststoff material / 
das zweite Tragersubstrat (4) aus grundsatzlich nicht metal- 
lisierbarem Kunststof fmaterial, Allerdings ist das Kunst- 
stoff material des zweiten Tragersubstrates (4) laserstrahlak- 
tivierbart Auf ihm wird durch Lasers trahlaktivierung ein Me- 
tallisierungsmuster erzeugt, das mit unabgedeckten Bereichen 
des ersten Tragersubstrates (3) verbunden ist, worauf eine 
gemeinschaf tliche Behandlung zum Abscheiden einer Metallisie- 
rung erfolgt, die eine elektrische Leiteranordnung (5) zur 
Folge hat. Die Erfindung betrifft liberdies einen nach diesem 
Verfahren hergestellten Leitertrager. 
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